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ダイマー系 Sr2V1-xNbxO4の単結晶作製と物性 

 
【背景・目的】 

 斜方晶 Sr2VO4は絶縁体であるが、VとNbを置

換すると電気抵抗が大きく下がる事が知られてい

る。一方、この単結晶は非常に脆く、場合によっ

ては数時間で風化してしまうことが知られてい

る。 

本研究の目的は、斜方晶 Sr2VO4とそれに Nbを

ドープした風化しない純良単試料を作製し、その

物性を測定することである。 

【実験方法】 

 SrCO3を熱分解することによって生成した SrO

と V2O3と Nbの粉末を乳鉢で混ぜ合わせ、焼結す

ることにより多結晶を作製した。その後、Floating 

Zone法により Sr2V1-xNbxO4（x=0,0.05,0.07）の単

結晶を作製した。作製した試料の磁化率と電気抵

抗率を測定した。 

【実験結果・考察】 

 風化しない試料を作製するためには、単結晶中

に残る不純物を減らす必要がある。単結晶作製時

の Ar＋H2a7%ガスの流量を 1L/minから 2L/min

に増やし、還元条件を強めることによって、風化

しない試料を作製することができた。 

 図 1 は Sr2V1-xNbxO4の磁化率の温度依存性を示

す。Nbをドープすると、スピンギャップ的な振る

舞いが抑制される。これは、先行研究の結果を再

現する振舞であり、V よりもバンド幅が広い Nb

を置換することで、spin-singletを形成しなくなる

からと考えられている。 

図 2に Sr2V0.95Nb0.05O4の磁化率の温度依存性を

示す。母物質と同様、異方性はほとんど観測され

な 

かった。  

 図 3 に Sr2V1-xNbxO4の電気抵抗率の温度依存性

を示す。母物質の試料は室温で 107 cmであるが、

Nb を 5%ドープすると、それよりは数桁低い電気

抵抗率が低くなることが分かった。これも先行研

究の結果を再現するものである。先行研究とは異

なり、数か月たっても単結晶試料は劣化しておら

ず、今後様々な測定が可能である。 
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図 1. Sr2V1-xNbxO4の磁化率の温度依存性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. Sr2V0.95Nb0.05O4の磁化率の温度依存性 

     

 

      

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 3. Sr2V1-xNbxO4の電気抵抗度の温度依存性  

 


